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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】画素間の特性差を最小化させながら、側面カラ
ーシフト現象を減らし、優れた視認性を確保することが
できる有機発光表示装置を提供する。
【解決手段】赤色画素、緑色画素及び青色画素を含む有
機発光表示装置において、各画素は、基板上に配置され
た第１絶縁層１１７と、第１絶縁層上に配置された連結
電極ＣＭと、第１絶縁層上において、連結電極を覆うよ
うに配置された第２絶縁層１１８と、第２絶縁層上に配
置され、画素電極２１０、有機発光層を含む中間層２２
０、及び対向電極２３０を含む有機発光ダイオードと、
画素電極のエッジを覆い、画素電極の中央部を露出させ
る開口部によって発光領域を定義する画素定義膜１１９
と、画素電極が連結電極と接続されるように、第２絶縁
層に設けられたビアホールＶＨと、を含み、発光領域Ｅ
Ａとビアホールとの隔離距離ｄ１は、赤色画素、緑色画
素及び青色画素によって異なる有機発光表示装置である
。
【選択図】図４Ｂ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　赤色画素、緑色画素及び青色画素を含む有機発光表示装置において、各画素は、
　基板上に配置された第１絶縁層と、
　前記第１絶縁層上に配置された連結電極と、
　前記第１絶縁層上において、前記連結電極を覆うように配置された第２絶縁層と、
　前記第２絶縁層上に配置され、画素電極、有機発光層を含む中間層、及び対向電極を含
む有機発光ダイオードと、
　前記画素電極のエッジを覆い、前記画素電極の中央部を露出させる開口部によって発光
領域を定義する画素定義膜と、
　前記画素電極が前記連結電極と接続されるように、前記第２絶縁層に設けられたビアホ
ールと、を含み、
　前記発光領域と前記ビアホールとの隔離距離は、前記赤色画素、前記緑色画素及び前記
青色画素によって異なる有機発光表示装置。
【請求項２】
　前記赤色画素及び前記青色画素において、
　前記隔離距離ｄ（Ｒ，Ｂ）は、０≦ｄ（Ｒ，Ｂ）≦１．２μｍまたはｄ（Ｒ，Ｂ）≧５
μｍを満足する、請求項１に記載の有機発光表示装置。
【請求項３】
　前記緑色画素において、
　前記隔離距離ｄ（Ｇ）は、０≦ｄ（Ｇ）≦２．８μｍまたはｄ（Ｇ）≧５μｍを満足す
る、請求項１に記載の発光表示装置。
【請求項４】
　前記赤色画素、前記緑色画素及び前記青色画素のうち少なくとも一つは、
　前記発光領域内部に配置された第２絶縁層の上面が、互いに異なる方向に傾斜を有する
第１傾斜部及び第２傾斜部を有する、請求項１に記載の有機発光表示装置。
【請求項５】
　前記赤色画素、前記緑色画素及び前記青色画素のうち少なくとも一つは、
　前記発光領域内部に配置された第２絶縁層の上面が、前記基板の上面と平行に設けられ
た、請求項１に記載の有機発光表示装置。
【請求項６】
　前記連結電極と同一層に配置され、前記緑色画素の発光領域と隣接するように配置され
た第１配線を含み、
　前記緑色画素の発光領域と前記第１配線との隔離距離は、１．２μｍ以上である、請求
項１に記載の有機発光表示装置。
【請求項７】
　前記連結電極と同一層に配置され、前記発光領域を挟んで配置された第１配線及び第２
配線をさらに含み、
　前記第１配線が前記発光領域と離隔された距離は、前記第２配線が前記発光領域と離隔
された距離と同一である、請求項１に記載の有機発光表示装置。
【請求項８】
　前記第１配線が前記発光領域と離隔された距離は、１．２μｍ以下である、請求項７に
記載の有機発光表示装置。
【請求項９】
　前記連結電極と同一層に配置され、前記発光領域を挟んで配置された第１配線及び第２
配線をさらに含み、前記第１配線が前記発光領域と離隔された距離は、前記第２配線が前
記発光領域と離隔された距離と異なり、
　前記第１配線が前記発光領域と離隔された距離、及び前記第２配線が前記発光領域と離
隔された距離は、１．２μｍより長い、請求項１に記載の有機発光表示装置。
【請求項１０】
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　前記赤色画素、前記緑色画素及び前記青色画素は、ペンタイルマトリックス構造に配置
され、
　前記緑色画素の発光領域は、前記赤色画素及び前記青色画素の発光領域に比べて狭い、
請求項１に記載の有機発光表示装置。
【請求項１１】
　基板上に配置された第１絶縁層と、
　前記第１絶縁層上に配置された連結電極と、
　前記第１絶縁層上において、前記連結電極を覆うように配置された第２絶縁層と、
　前記第２絶縁層上に配置され、画素電極、有機発光層を含む中間層、及び対向電極を含
む有機発光ダイオードと、
　前記画素電極のエッジを覆い、前記画素電極の中央部を露出させる開口部によって発光
領域を定義する画素定義膜と、
　前記画素電極が前記連結電極と接続されるように、前記第２絶縁層に設けられたビアホ
ールと、を含み、
　前記第２絶縁層の上面は、前記基板の上面に対して平行な平坦部、前記基板の上面に対
し、第１傾斜角度を有する第１傾斜部、及び前記第１傾斜角度より大きい第２傾斜角度を
有する第２傾斜部を含み、前記第２傾斜部は、前記第１傾斜部より前記ビアホールに隣接
するように配置された有機発光表示装置。
【請求項１２】
　前記発光領域は、前記第１傾斜部及び前記第２傾斜部と重畳されるように配置された、
請求項１１に記載の有機発光表示装置。
【請求項１３】
　前記第１傾斜部が前記発光領域と重畳された領域は、前記第２傾斜部が前記発光領域と
重畳された領域より広い、請求項１２に記載の有機発光表示装置。
【請求項１４】
　前記発光領域は、前記平坦部と重畳されるように配置され、前記第２傾斜部とは重畳さ
れない、請求項１１に記載の有機発光表示装置。
【請求項１５】
　前記連結電極と同一層に配置され、前記発光領域を挟んで配置された第１配線及び第２
配線をさらに含み、前記第１配線が前記発光領域と離隔された距離は、前記第２配線が前
記発光領域と離隔された距離と同一である、請求項１１に記載の有機発光表示装置。
【請求項１６】
　前記第１配線が前記発光領域と離隔された距離は、１．２μｍ以下である、請求項１５
に記載の有機発光表示装置。
【請求項１７】
　前記第１絶縁層は、前記第１配線及び前記第２配線の形状によって湾曲するように設け
られた、請求項１５に記載の有機発光表示装置。
【請求項１８】
　前記連結電極と同一層に配置され、前記発光領域を挟んで配置された第１配線及び第２
配線をさらに含み、前記第１配線が前記発光領域と離隔された距離は、前記第２配線が前
記発光領域と離隔された距離と異なり、
　前記第１配線が前記発光領域と離隔された距離、及び前記第２配線が前記発光領域と離
隔された距離は、１．２μｍより長い、請求項１１に記載の有機発光表示装置。
【請求項１９】
　前記有機発光表示装置は、赤色画素、緑色画素、青色画素を含み、
　前記発光領域と前記ビアホールとの隔離距離は、前記赤色画素、前記緑色画素及び前記
青色画素によって異なる、請求項１１に記載の有機発光表示装置。
【請求項２０】
　前記赤色画素、前記緑色画素及び前記青色画素は、ペンタイルマトリックス構造に配置
され、
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　前記緑色画素の発光領域は、前記赤色画素及び前記青色画素の発光領域に比べて狭い、
請求項１９に記載の有機発光表示装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機発光表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　有機発光表示装置は、２つの電極と、その間に位置する有機発光層とを含み、１つの電
極であるカソード（ｃａｔｈｏｄｅ）から注入された電子（ｅｌｅｃｔｒｏｎ）と、他の
電極であるアノード（ａｎｏｄｅ）から注入された正孔（ｈｏｌｅ）とが有機発光層で結
合し、励起子（ｅｘｃｉｔｏｎ）を形成し、励起子がエネルギーを放出しながら発光する
。
【０００３】
　該有機発光表示装置は、カソード、アノード及び有機発光層からなる有機発光ダイオー
ド（ＯＬＥＤ：ｏｒｇａｎｉｃ　ｌｉｇｈｔ　ｅｍｉｔｔｉｎｇ　ｄｉｏｄｅ）を含む複
数の画素を含み、各画素には、有機発光ダイオードを駆動するための複数のトランジスタ
及びキャパシタ（ｃａｐａｃｉｔｏｒ）が形成されている。複数のトランジスタは、基本
的にスイッチングトランジスタ及び駆動トランジスタを含む。そのような有機発光表示装
置は、高速な応答速度を有すると共に、低い消費電力によって駆動される長所がある。
【０００４】
　高解像度になるほど、有機発光ダイオード、有機発光ダイオードを駆動する複数のトラ
ンジスタ、複数のキャパシタ、及びそれらに信号を伝達する配線が重畳配置されるように
複数の絶縁層が使用されており、それにより、多様な問題が発生しうる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の実施形態は、画素間の特性差を最小化させながら、側面カラーシフト現象を減
らし、優れた視認性を確保することができる有機発光表示装置を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一実施形態は、赤色画素、緑色画素及び青色画素を含む有機発光表示装置にお
いて、各画素は、基板上に配置された第１絶縁層と、前記第１絶縁層上に配置された連結
電極と、前記第１絶縁層上において、前記連結電極を覆うように配置された第２絶縁層と
、前記第２絶縁層上に配置され、画素電極、有機発光層を含む中間層、及び対向電極を含
む有機発光ダイオードと、前記画素電極のエッジを覆い、前記画素電極の中央部を露出さ
せる開口部によって発光領域を定義する画素定義膜と、前記画素電極が前記連結電極と接
続されるように、前記第２絶縁層に設けられたビアホールと、を含み、前記発光領域と前
記ビアホールとの隔離距離は、前記赤色画素、前記緑色画素及び前記青色画素によって異
なる有機発光表示装置を提供する。
【０００７】
　一実施形態において、前記赤色画素及び前記青色画素において、前記隔離距離ｄ（Ｒ，
Ｂ）は、０≦ｄ（Ｒ，Ｂ）≦１．２μｍまたはｄ（Ｒ，Ｂ）≧５μｍを満足することがで
きる。
【０００８】
　一実施形態において、前記緑色画素において、前記隔離距離ｄ（Ｇ）は、０≦ｄ（Ｇ）
≦２．８μｍまたはｄ（Ｇ）≧５μｍを満足することができる。
【０００９】
　一実施形態において、前記赤色画素、前記緑色画素及び前記青色画素のうち少なくとも
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一つは、前記発光領域内部に配置された第２絶縁層の上面が、互いに異なる方向に傾斜を
有する第１傾斜部及び第２傾斜部を有することができる。
【００１０】
　一実施形態において、前記赤色画素、前記緑色画素及び前記青色画素のうち少なくとも
一つは、前記発光領域内部に配置された第２絶縁層の上面が、前記基板の上面と平行に設
けられてもよい。
【００１１】
　一実施形態において、前記連結電極と同一層に配置され、前記緑色画素の発光領域と隣
接するように配置された第１配線を含み、前記緑色画素の発光領域と前記第１配線との隔
離距離は、１．２μｍ以上であってもよい。
【００１２】
　一実施形態において、前記連結電極と同一層に配置され、前記発光領域を挟んで配置さ
れた第１配線及び第２配線をさらに含み、前記第１配線が前記発光領域と離隔された距離
は、前記第２配線が前記発光領域と離隔された距離と同一であってもよい。
【００１３】
　一実施形態において、前記第１配線が前記発光領域と離隔された距離は、１．２μｍ以
下であってもよい。
【００１４】
　一実施形態において、前記連結電極と同一層に配置され、前記発光領域を挟んで配置さ
れた第１配線及び第２配線をさらに含み、前記第１配線が前記発光領域と離隔された距離
は、前記第２配線が前記発光領域と離隔された距離と異なり、前記第１配線が前記発光領
域と離隔された距離、及び前記第２配線が前記発光領域と離隔された距離は、１．２μｍ
よりも長くてもよい。
【００１５】
　一実施形態において、前記赤色画素、前記緑色画素及び前記青色画素は、ペンタイルマ
トリックス構造に配置され、前記緑色画素の発光領域は、前記赤色画素及び前記青色画素
の発光領域に比べて狭くてもよい。
【００１６】
　本発明の他の実施形態は、基板上に配置された第１絶縁層と、前記第１絶縁層上に配置
された連結電極と、前記第１絶縁層上において、前記連結電極を覆うように配置された第
２絶縁層と、前記第２絶縁層上に配置され、画素電極、有機発光層を含む中間層、及び対
向電極を含む有機発光ダイオードと、前記画素電極のエッジを覆い、前記画素電極の中央
部を露出させる開口部によって発光領域を定義する画素定義膜と、前記画素電極が前記連
結電極と接続されるように、前記第２絶縁層に設けられたビアホールと、を含み、前記第
２絶縁層の上面は、前記基板の上面に対して平行な平坦部、前記基板の上面に対し、第１
傾斜角度を有する第１傾斜部、及び前記第１傾斜角度より大きい第２傾斜角度を有する第
２傾斜部を含み、前記第２傾斜部は、前記第１傾斜部より前記ビアホールに隣接するよう
にも配置される。
【００１７】
　一実施形態において、前記発光領域は、前記第１傾斜部及び前記第２傾斜部と重畳され
るように配置されてもよい。
【００１８】
　一実施形態において、前記第１傾斜部が前記発光領域と重畳された領域は、前記第２傾
斜部が前記発光領域と重畳された領域よりも広くてもよい。
【００１９】
　一実施形態において、前記発光領域は、前記平坦部と重畳されるように配置され、前記
第２傾斜部とは重畳されなくてもよい。
【００２０】
　一実施形態において、前記連結電極と同一層に配置され、前記発光領域を挟んで配置さ
れた第１配線及び第２配線をさらに含み、前記第１配線が前記発光領域と離隔された距離
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は、前記第２配線が前記発光領域と離隔された距離と同一であってもよい。
【００２１】
　一実施形態において、前記第１配線が前記発光領域と離隔された距離は、１．２μｍ以
下であってもよい。
【００２２】
　一実施形態において、前記第１絶縁層は、前記第１配線及び前記第２配線の形状によっ
て湾曲するように形成されてもよい。
【００２３】
　一実施形態において、前記連結電極と同一層に配置され、前記発光領域を挟んで配置さ
れた第１配線及び第２配線をさらに含み、前記第１配線が前記発光領域と離隔された距離
は、前記第２配線が前記発光領域と離隔された距離と異なり、前記第１配線が前記発光領
域と離隔された距離、及び前記第２配線が前記発光領域と離隔された距離は、１．２μｍ
より長くてもよい。
【００２４】
　一実施形態において、前記有機発光表示装置は、赤色画素、緑色画素、青色画素を含み
、前記発光領域と前記ビアホールとの隔離距離は、前記赤色画素、前記緑色画素及び前記
青色画素によって異なってもよい。
【００２５】
　一実施形態において、前記赤色画素、前記緑色画素及び前記青色画素は、ペンタイルマ
トリックス構造に配置され、前記緑色画素の発光領域は、前記赤色画素及び前記青色画素
の発光領域に比べて狭くてもよい。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明の多様な実施形態によれば、画素間の均一な特性を維持しながら、有機発光表示
装置の側面カラーシフト現象が最小化され、上下左右のＷＡＤ（Ｗｈｉｔｅ　Ａｎｇｌｅ
　Ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅ）の均一性を確保することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明の一実施形態による有機発光表示装置を概略的に示した平面図である。
【図２Ａ】本発明の一実施形態による表示装置のいずれか一つの画素の等価回路図である
。
【図２Ｂ】本発明の一実施形態による表示装置のいずれか一つの画素の等価回路図である
。
【図３】本発明の一実施形態による有機発光表示装置の複数画素の発光領域を示した概略
的な配置図である。
【図４Ａ】本発明の一実施形態による１つの画素の発光領域、画素電極、及び画素電極の
一側に配置されたビアホールの関係を示した概略的な配置図である。
【図４Ｂ】図４ＡのＩ－Ｉ’線による概略的な断面図である。
【図５Ａ】本発明の他の実施形態による１つの画素の発光領域、画素電極、及び画素電極
の一側に配置されたビアホールの関係を示した概略的な配置図である。
【図５Ｂ】図５ＡのＩＩ－ＩＩ’線による概略的な断面図である。
【図６Ａ】本発明のさらに他の実施形態による１つの画素の発光領域、画素電極、及び画
素電極の下部に配置された配線の関係を示した概略的な配置図である。
【図６Ｂ】図６ＡのＩＩＩ－ＩＩＩ’線による概略的な断面図である。
【図７Ａ】本発明のさらに他の実施形態による１つの画素の発光領域、画素電極、及び画
素電極の下部に配置された配線の関係を示した概略的な配置図である。
【図７Ｂ】図７ＡのＩＶ－ＩＶ’線による概略的な断面図である。
【図８】本発明の実施形態によって設計された複数画素の発光領域、画素電極、及び画素
電極の下部に配置された配線の関係を示した概略的な配置図である。
【発明を実施するための形態】
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【００２８】
　本発明は、多様な変換を加えることができ、さまざまな実施形態を有することができる
が、特定実施形態を図面に例示し、詳細な説明によって詳細に説明する。本発明の効果、
特徴、及びそれらを達成する方法は、図面と共に詳細に後述されている実施形態を参照す
れば、明確になるであろう。しかし、本発明は、以下で開示される実施形態に限定される
ものではなく、多様な形態によっても具現される。
【００２９】
　以下の実施形態において、第１、第２のような用語は、限定的な意味ではなく、１つの
構成要素を他の構成要素と区別する目的に使用される。
【００３０】
　以下の実施形態において、単数の表現は、文脈上明白に異なって意味しない限り、複数
の表現を含む。
【００３１】
　以下の実施形態において、「含む」または「有する」というような用語は、明細書上に
記載された特徴または構成要素が存在するということを意味するものであり、１以上の他
の特徴または構成要素が付加される可能性をあらかじめ排除するものではない。
【００３２】
　以下の実施形態において、膜、領域、構成要素のような部分が、他の部分の上または上
部にあるとするとき、他の部分の真上にある場合だけではなく、その中間に、他の膜、領
域、構成要素などが介在されている場合も含む。
【００３３】
　図面においては、説明の便宜のために、構成要素がその大きさが誇張されていたり縮小
されていたりする。例えば、図面に示された各構成の大きさ及び厚みは、説明の便宜のた
めに任意に示されているので、本発明は、必ずしも図示されたところに限定されるもので
はない。
【００３４】
　以下の実施形態において、膜、領域、構成要素などが連結されているとするとき、膜、
領域、構成要素が直接連結された場合だけではなく、膜、領域、構成要素の中間に、他の
膜、領域、構成要素が介在されて間接的に連結された場合も含む。
【００３５】
　以下の実施形態において、ｘ軸、ｙ軸及びｚ軸は、直交座標系上の三軸に限定されるも
のではなく、それらを含む広い意味にも解釈される。例えば、ｘ軸、ｙ軸及びｚ軸は、互
いに直交する場合もあるが、互いに直交せずに、互いに異なる方向を指す場合もある。
【００３６】
　図１は、本発明の一実施形態による有機発光表示装置を概略的に示した平面図である。
図１を参照すれば、有機発光表示装置は、表示領域ＤＡ、及び非表示領域である周辺領域
ＰＡを含む。表示領域ＤＡには、ディスプレイ素子を具備した画素ＰＸが配置され、所定
イメージを提供する。
【００３７】
　各画素ＰＸは、例えば、赤色、緑色、青色または白色の光を放出し、一例として、有機
発光ダイオード（ｏｒｇａｎｉｃ　ｌｉｇｈｔ　ｅｍｉｔｔｉｎｇ　ｄｉｏｄｅ）を含ん
でもよい。また、各画素ＰＸは、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ：ｔｈｉｎ－ｆｉｌｍ　ｔｒ
ａｎｓｉｓｔｏｒ）、キャパシタ（ｃａｐａｃｉｔｏｒ）のような素子がさらに含まれて
もよい。
【００３８】
　本明細書における画素ＰＸとは、前述のように、赤色、緑色、青色または白色のうちい
ずれか１つの色相の光を放出する副画素を示す。
【００３９】
　周辺領域ＰＡは、イメージを提供しない領域であり、表示領域ＤＡの画素ＰＸに印加す
る電気的信号を提供するスキャン駆動部やデータ駆動部、また駆動電圧や共通電圧のよう
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な電源を提供する電源線を含む。
【００４０】
　図２Ａ及び図２Ｂは、本発明の一実施形態による表示装置のいずれか１つの画素の等価
回路図である。
【００４１】
　図２Ａを参照すれば、各画素ＰＸは、スキャン線ＳＬ及びデータ線ＤＬに連結された画
素回路ＰＣ、並びに画素回路ＰＣに連結された有機発光ダイオードＯＬＥＤを含む。
【００４２】
　画素回路ＰＣは、駆動薄膜トランジスタＴ１、スイッチング薄膜トランジスタＴ２及び
ストレージキャパシタＣｓｔを含む。スイッチング薄膜トランジスタＴ２は、スキャン線
ＳＬ及びデータ線ＤＬに連結され、スキャン線ＳＬを介して入力されるスキャン信号Ｓｎ
により、データ線ＤＬを介して入力されたデータ信号Ｄｍを駆動薄膜トランジスタＴ１に
伝達する。
【００４３】
　ストレージキャパシタＣｓｔは、スイッチング薄膜トランジスタＴ２及び駆動電圧線Ｐ
Ｌに連結され、スイッチング薄膜トランジスタＴ２から伝達された電圧と、駆動電圧線Ｐ
Ｌに供給される第１電源電圧（または、駆動電圧）ＥＬＶＤＤとの差に相当する電圧を保
存する。
【００４４】
　駆動薄膜トランジスタＴ１は、駆動電圧線ＰＬとストレージキャパシタＣｓｔとに連結
され、ストレージキャパシタＣｓｔに保存された電圧値に対応し、駆動電圧線ＰＬから有
機発光ダイオードＯＬＥＤに流れる駆動電流を制御することができる。有機発光ダイオー
ドＯＬＥＤは、駆動電流により、所定輝度を有する光を放出することができる。
【００４５】
　図２Ａにおいては、画素回路ＰＣが、２個の薄膜トランジスタ、及び１個のストレージ
キャパシタを含む場合について説明したが、本発明は、それに限定されるものではない。
【００４６】
　図２Ｂを参照すれば、画素回路ＰＣは、駆動薄膜トランジスタＴ１及びスイッチング薄
膜トランジスタＴ２、補償薄膜トランジスタＴ３、第１初期化薄膜トランジスタＴ４、動
作制御薄膜トランジスタＴ５、発光制御薄膜トランジスタＴ６及び第２初期化薄膜トラン
ジスタＴ７を含んでもよい。
【００４７】
　図２Ｂとしては、画素ＰＸごとに、信号線ＳＬｎ，ＳＬｎ－１，ＥＬ，ＤＬ、初期化電
圧線ＶＬ及び駆動電圧線ＰＬが具備された場合を図示しているが、本発明は、それに限定
されるものではない。他の実施形態として、信号線ＳＬｎ，ＳＬｎ－１，ＥＬ，ＤＬのう
ち少なくともいずれか１本、または／及び初期化電圧線ＶＬは、隣接する画素においても
共有される。
【００４８】
　駆動薄膜トランジスタＴ１のドレイン電極は、発光制御薄膜トランジスタＴ６を経由し
、有機発光ダイオードＯＬＥＤとも電気的に連結される。駆動薄膜トランジスタＴ１は、
スイッチング薄膜トランジスタＴ２のスイッチング動作により、データ信号Ｄｍを伝達さ
れ、有機発光ダイオードＯＬＥＤに駆動電流を供給する。
【００４９】
　スイッチング薄膜トランジスタＴ２のゲート電極は、スキャン線ＳＬと連結され、ソー
ス電極は、データ線ＤＬと連結される。スイッチング薄膜トランジスタＴ２のドレイン電
極は、駆動薄膜トランジスタＴ１のソース電極と連結されているが、動作制御薄膜トラン
ジスタＴ５を経由し、駆動電圧線ＰＬとも連結される。
【００５０】
　スイッチング薄膜トランジスタＴ２は、スキャン線ＳＬを介して伝達されたスキャン信
号Ｓｎによってターンオンされ、データ線ＤＬに伝達されたデータ信号Ｄｍを、駆動薄膜
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トランジスタＴ１のソース電極に伝達するスイッチング動作を遂行する。
【００５１】
　補償薄膜トランジスタＴ３のゲート電極は、スキャン線ＳＬｎにも連結される。補償薄
膜トランジスタＴ３のソース電極は、駆動薄膜トランジスタＴ１のドレイン電極と連結さ
れているが、発光制御薄膜トランジスタＴ６を経由し、有機発光ダイオードＯＬＥＤの画
素電極とも連結される。補償薄膜トランジスタＴ３のドレイン電極は、ストレージキャパ
シタＣｓｔのいずれか１つの電極、第１初期化薄膜トランジスタＴ４のソース電極、及び
駆動薄膜トランジスタＴ１のゲート電極と共にも連結される。補償薄膜トランジスタＴ３
は、スキャン線ＳＬを介して伝達されたスキャン信号Ｓｎによってターンオンされ、駆動
薄膜トランジスタＴ１のゲート電極とドレイン電極とを互いに連結し、駆動薄膜トランジ
スタＴ１をダイオード連結（ｄｉｏｄｅ－ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ）させる。
【００５２】
　第１初期化薄膜トランジスタＴ４のゲート電極は、以前スキャン線ＳＬｎ－１とも連結
されることができる。第１初期化薄膜トランジスタＴ４のドレイン電極は、初期化電圧線
ＶＬとも連結される。第１初期化薄膜トランジスタＴ４のソース電極は、ストレージキャ
パシタＣｓｔのいずれか１つの電極、補償薄膜トランジスタＴ３のドレイン電極、及び駆
動薄膜トランジスタＴ１のゲート電極とも共に連結される。第１初期化薄膜トランジスタ
Ｔ４は、前のスキャン線ＳＬｎ－１を介して伝達された前のスキャン信号Ｓｎ－１によっ
てターンオンされ、初期化電圧ＶＩＮＴを駆動薄膜トランジスタＴ１のゲート電極に伝達
し、駆動薄膜トランジスタＴ１のゲート電極の電圧を初期化させる初期化動作を遂行する
ことができる。
【００５３】
　動作制御薄膜トランジスタＴ５のゲート電極は、発光制御線ＥＬとも連結される。動作
制御薄膜トランジスタＴ５のソース電極は、駆動電圧線ＰＬとも連結される。動作制御薄
膜トランジスタＴ５のドレイン電極は、駆動薄膜トランジスタＴ１のソース電極、及びス
イッチング薄膜トランジスタＴ２のドレイン電極と連結されている。
【００５４】
　発光制御薄膜トランジスタＴ６のゲート電極は、発光制御線ＥＬとも連結される。発光
制御薄膜トランジスタＴ６のソース電極は、駆動薄膜トランジスタＴ１のドレイン電極、
及び補償薄膜トランジスタＴ３のソース電極とも連結される。発光制御薄膜トランジスタ
Ｔ６のドレイン電極は、有機発光ダイオードＯＬＥＤの画素電極とも電気的に連結される
。動作制御薄膜トランジスタＴ５及び発光制御薄膜トランジスタＴ６は、発光制御線ＥＬ
を介して伝達された発光制御信号Ｅｎによって同時にターンオンされ、第１電源電圧ＥＬ
ＶＤＤが有機発光ダイオードＯＬＥＤに伝達され、有機発光ダイオードＯＬＥＤに駆動電
流が流れることになる。
【００５５】
　第２初期化薄膜トランジスタＴ７のゲート電極は、前のスキャン線ＳＬｎ－１にも連結
される。第２初期化薄膜トランジスタＴ７のソース電極は、有機発光ダイオードＯＬＥＤ
の画素電極とも連結される。第２初期化薄膜トランジスタＴ７のドレイン電極は、初期化
電圧線ＶＬとも連結される。第２初期化薄膜トランジスタＴ７は、前のスキャン線ＳＬｎ
－１を介して伝達された前のスキャン信号Ｓｎ－１によってターンオンされ、有機発光ダ
イオードＯＬＥＤの画素電極を初期化させることができる。
【００５６】
　図２Ｂにおいては、第１初期化薄膜トランジスタＴ４と第２初期化薄膜トランジスタＴ
７とが前のスキャン線ＳＬｎ－１に連結された場合を図示したが、本発明は、それに限定
されるものではない。他の実施形態として、第１初期化薄膜トランジスタＴ４は、前のス
キャン線ＳＬｎ－１に連結され、前のスキャン信号Ｓｎ－１によって駆動し、第２初期化
薄膜トランジスタＴ７は、別途の信号線（例えば、後のスキャン線）に連結され、当該ス
キャン線に伝達される信号によっても駆動される。
【００５７】
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　ストレージキャパシタＣｓｔの他の１つの電極は、駆動電圧線ＰＬとも連結される。ス
トレージキャパシタＣｓｔのいずれか１つの電極は、駆動薄膜トランジスタＴ１のゲート
電極、補償薄膜トランジスタＴ３のドレイン電極、及び第１初期化薄膜トランジスタＴ４
のソース電極にも共に連結される。
【００５８】
　有機発光ダイオードＯＬＥＤの対向電極（例えば、カソード）は、第２電源電圧（また
は、共通電源電圧）ＥＬＶＳＳを提供される。有機発光ダイオードＯＬＥＤは、駆動薄膜
トランジスタＴ１から駆動電流を伝達されて発光する。
【００５９】
　画素回路ＰＣは、図２Ａ及び図２Ｂを参照して説明した薄膜トランジスタ及びストレー
ジキャパシタの個数及び回路デザインに限定されるものではなく、その個数及び回路デザ
インは、多様に変更可能である。
【００６０】
　図３は、本発明の一実施形態による有機発光表示装置の複数画素Ｒ，Ｇ，Ｂの発光領域
を示した概略的な配置図である。このとき、画素の発光領域は、画素定義膜の開口部によ
っても定義されるが、それについては、後述する。
【００６１】
　図３に図示されているように、第１行１Ｎには、複数の緑色画素Ｇが所定間隔離隔され
て配置されており、隣接した第２行２Ｎには、複数の赤色画素Ｒと、複数の青色画素Ｂと
が相互に配置されており、隣接した第３行３Ｎには、複数の緑色画素Ｇが所定間隔離隔さ
れて配置されており、隣接した第４行４Ｎには、青色画素Ｂと赤色画素Ｒとが相互に配置
されており、そのような画素の配置が第Ｎ行まで反復されている。このとき、青色画素Ｂ
及び赤色画素Ｒは、緑色画素Ｇより大きく形成されている。
【００６２】
　このとき、第１行１Ｎに配置された複数の緑色画素Ｇと、第２行２Ｎに配置された複数
の赤色画素Ｒ及び青色画素Ｇは、互い違いに配置されている。従って、第１列１Ｍには、
赤色画素Ｒ及び青色画素Ｂが相互に配置されており、隣接した第２列２Ｍには、複数の緑
色画素Ｇが所定間隔離隔されて配置されており、隣接した第３列３Ｍには、青色画素Ｂ及
び赤色画素Ｒが相互に配置されており、隣接した第４列４Ｍには、複数の緑色画素Ｇが所
定間隔離隔されて配置されており、そのような画素の配置が第Ｍ列まで反復されている。
【００６３】
　そのような画素配置構造を異なって表現すれば、緑色画素Ｇの中心点を四角形の中心点
にする仮想の四角形ＶＳの頂点中、互いに対向する第１頂点、第３頂点には、赤色画素Ｒ
が配置され、残り頂点である第２頂点、第４頂点には、青色画素Ｂが配置されていると表
現することができる。このとき、仮想の四角形ＶＳは、長方形、菱形、正方形のように、
多様にも変形される。
【００６４】
　本発明の画素配置構造は、それに限定されるものではない。例えば、図３において、仮
想四角形ＶＳの中心点に、緑色画素Ｇの代わりに、青色画素Ｂが配置され、仮想の四角形
ＶＳの頂点中、互いに対向する第１頂点、第３頂点には、赤色画素Ｒが配置され、残り頂
点である第２頂点、第４頂点には、緑色画素Ｇが配置されてもよい。
【００６５】
　そのような画素配置構造を、ペンタイルマトリックス（ｐｅｎｔｉｌｅ　ｍａｔｒｉｘ
）と言い、隣接した画素を共有して色相を表現するレンダリング（ｒｅｎｄｅｒｉｎｇ）
駆動を適用することにより、少数の画素で高解像度を具現することができる。
【００６６】
　一方、本発明の画素配置構造は、前記ペンタイルマトリックス構造に限定されるもので
はない。例えば、本発明は、ストライプ（ｓｔｒｉｐｅ）配列、モザイク（ｍｏｓａｉｃ
）配列、デルタ（ｄｅｌｔａ）配列を有する画素配置構造にも適用される。また、本発明
は、白色光を出すホワイト画素をさらに含む画素配置構造にも適用される。
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【００６７】
　図４Ａは、本発明の一実施形態による、１つの画素の発光領域、画素電極、及び画素電
極の一側に配置されたビアホールの関係を示した概略的な配置図である。図４Ｂは、図４
ＡのＩ－Ｉ’線による概略的な断面図である。
【００６８】
　図４Ａ及び図４Ｂを参照すれば、画素ＰＸに含まれた画素電極２１０は、光を放出する
発光領域ＥＡ、及びビアホールＶＨと重畳された領域を含む。前記発光領域ＥＡは、画素
電極２２１の中央部を露出させる画素定義膜１１９の開口部ＯＰによっても定義される。
ビアホールＶＨは、画素電極２１０と連結電極ＣＭとが接続するために、第２絶縁層１１
８に設けられたものであり、ビアホールＶＨ内部に、画素電極２１０が挿入されることに
より、画素電極２１０と連結電極ＣＭとが接続されうる。
【００６９】
　その場合、本実施形態の画素ＰＸにおいて、開口部ＯＰとビアホールＶＨとの隔離距離
ｄは、所定範囲を満足するようにも設計される。前記隔離距離ｄは、開口部ＯＰの終端と
、ビアホールＶＨの終端との最短距離ｄであってもよい。または、前記隔離距離ｄは、第
２方向に沿い、開口部ＯＰの終端と、ビアホールＶＨの終端が離隔された距離であっても
よい。
【００７０】
　一実施形態において、前記隔離距離ｄは、０≦ｄ≦ｄ１を満足することができる。この
とき、ｄ１は、赤色画素、緑色画素及び青色画素ごとに異なる値を有することができる。
赤色画素及び青色画素の場合、ｄ１（Ｒ，Ｂ）＝１．２μｍであってもよい。緑色画素の
場合、ｄ１（Ｇ）＝２．８μｍであってもよい。そのような数値は、上下（第２方向）に
よる視野角を均一にさせるために導入したものでもある。
【００７１】
　以下、本発明の一実施形態による有機発光表示装置の積層構造について説明する。
基板１１０は、ガラス材、金属材またはプラスチック材のような多様な材料によって形成
されたものでもある。一実施形態によれば、基板１１０は、フレキシブル基板でもあるが
、例えば、ポリエーテルスルホン、ポリアクリレート、ポリエーテルイミド、ポリエチレ
ンナフタレート、ポリエチレンテレフタレート、ポリフェニレンスルフィド（ＰＰＳ）、
ポリアリレート、ポリイミド（ＰＩ）、ポリカーボネート（ＰＣ）またはセルロースアセ
テートプロピオネート（ＣＡＰ）のような高分子樹脂を含んでもよい。
【００７２】
　バッファ層１１１は、基板１１０上に位置し、基板１１０の下部から、異物、湿気また
は外気の浸透を減らしたり遮断したりすることができ、基板１１０上に平坦面を提供する
ことができる。バッファ層１１１は、酸化物または窒化物のような無機物、または有機物
、または有機無機複合物を含んでもよく、無機物と有機物との単層構造または多層構造を
有してもよい。基板１１０とバッファ層１１１との間には、外気の浸透を遮断するバリア
層（図示せず）がさらに含まれてもよい。
【００７３】
　第１薄膜トランジスタＴＦＴ１は、半導体層Ａ１、ゲート電極Ｇ１、ソース電極Ｓ１、
ドレイン電極Ｄ１を含み、第２薄膜トランジスタＴＦＴ２は、半導体層Ａ２、ゲート電極
Ｇ２、ソース電極Ｓ２、ドレイン電極Ｄ２を含む。第１薄膜トランジスタＴＦＴ１は、有
機発光ダイオードＯＬＥＤとも連結される。第２薄膜トランジスタＴＦＴ２は、スイッチ
ング薄膜トランジスタとして機能することができる。図面においては、薄膜トランジスタ
として二つを図示しているが、それに限定されるものではない。薄膜トランジスタの個数
は、２～７個のように多様にも変形される。
【００７４】
　半導体層Ａ１，Ａ２は、非晶質シリコンを含むか、あるいは多結晶シリコンを含んでも
よい。他の実施形態として、半導体層Ａ１，Ａ２は、インジウム（Ｉｎ）、ガリウム（Ｇ
ａ）、スズ（Ｓｎ）、ジルコニウム（Ｚｒ）、バナジウム（Ｖ）、ハフニウム（Ｈｆ）、
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カドミウム（Ｃｄ）、ゲルマニウム（Ｇｅ）、クロム（Ｃｒ）、チタン（Ｔｉ）及び亜鉛
（Ｚｎ）を含む群のうちから選択された少なくとも１以上の物質の酸化物を含んでもよい
。半導体層Ａ１，Ａ２は、チャネル領域、並びに不純物がドーピングされた、ソース領域
及びドレイン領域を含んでもよい。
【００７５】
　半導体層Ａ１，Ａ２上には、第１ゲート絶縁層１１２を挟み、ゲート電極Ｇ１，Ｇ２が
配置される。ゲート電極Ｇ１，Ｇ２は、モリブデン（Ｍｏ）、アルミニウム（Ａｌ）、銅
（Ｃｕ）、チタン（Ｔｉ）などを含み、単層または多層で構成することができる。一例と
して、ゲート電極Ｇ１，Ｇ２は、Ｍｏの単層であってもよい。
【００７６】
　第１ゲート絶縁層１１２は、シリコン酸化物（ＳｉＯ２）、シリコン窒化物（ＳｉＮｘ
）、シリコン酸窒化物（ＳｉＯＮ）、アルミニウム酸化物（Ａｌ２Ｏ３）、チタン酸化物
（ＴｉＯ２）、タンタル酸化物（Ｔａ２Ｏ５）、ハフニウム酸化物（ＨｆＯ２）または亜
鉛酸化物（ＺｎＯ２）などを含んでもよい。
【００７７】
　ゲート電極Ｇ１，Ｇ２を覆うように、第２ゲート絶縁層１１３が具備されてもよい。第
２ゲート絶縁層１１３は、シリコン酸化物（ＳｉＯ２）、シリコン窒化物（ＳｉＮｘ）、
シリコン酸窒化物（ＳｉＯＮ）、アルミニウム酸化物（Ａｌ２Ｏ３）、チタン酸化物（Ｔ
ｉＯ２）、タンタル酸化物（Ｔａ２Ｏ５）、ハフニウム酸化物（ＨｆＯ２）または亜鉛酸
化物（ＺｎＯ２）などを含んでもよい。
【００７８】
　ストレージキャパシタＣｓｔの第１電極ＣＥ１は、第１薄膜トランジスタＴＦＴ１と重
畳することができる。例えば、第１薄膜トランジスタＴＦＴ１のゲート電極Ｇ１は、スト
レージキャパシタＣｓｔの第１電極ＣＥ１における機能を遂行することができる。
【００７９】
　ストレージキャパシタＣｓｔの第２電極ＣＥ２は、第２ゲート絶縁層１１３を挟み、第
１電極ＣＥ１と重畳する。その場合、第２ゲート絶縁層１１３は、ストレージキャパシタ
Ｃｓｔの誘電体層として機能することができる。第２電極ＣＥ２は、モリブデン（Ｍｏ）
、アルミニウム（Ａｌ）、銅（Ｃｕ）、チタン（Ｔｉ）などを含む導電物質を含んでもよ
く、前記の材料を含む多層または単層によって形成されてもよい。一例として、第２電極
ＣＥ２は、Ｍｏの単層であってもよく、Ｍｏ／Ａｌ／Ｍｏの多層であってもよい。
【００８０】
　第２電極ＣＥ２を覆うように、層間絶縁層１１５が配置されてもよい。層間絶縁層１１
５は、シリコン酸化物（ＳｉＯ２）、シリコン窒化物（ＳｉＮｘ）、シリコン酸窒化物（
ＳｉＯＮ）、アルミニウム酸化物（Ａｌ２Ｏ３）、チタン酸化物（ＴｉＯ２）、タンタル
酸化物（Ｔａ２Ｏ５）、ハフニウム酸化物（ＨｆＯ２）または亜鉛酸化物（ＺｎＯ２）な
どを含んでもよい。
【００８１】
　ソース電極Ｓ１，Ｓ２及びドレイン電極Ｄ１，Ｄ２は、層間絶縁層１１５上に配置され
る。ソース電極Ｓ１，Ｓ２及びドレイン電極Ｄ１，Ｄ２は、モリブデン（Ｍｏ）、アルミ
ニウム（Ａｌ）、銅（Ｃｕ）、チタン（Ｔｉ）などを含む導電物質を含んでもよく、前記
の材料を含む多層または単層で形成されてもよい。一例として、ソース電極Ｓ１，Ｓ２と
ドレイン電極Ｄ１，Ｄ２は、Ｔｉ／Ａｌ／Ｔｉの多層構造で構成されてもよい。
【００８２】
　ソース電極Ｓ１，Ｓ２とドレイン電極Ｄ１，Ｄ２との上には、第１絶縁層１１７が位置
し、第１絶縁層１１７上には、電極または配線に活用されうる導電層ＣＬと連結電極ＣＭ
とが配置されてもよい。
【００８３】
　第１絶縁層１１７上部には、前記導電層ＣＬ及び連結電極ＣＭを覆うように、第２絶縁
層１１８が配置されうる。そのように、第１絶縁層１１７及び第２絶縁層１１８を具備す
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ることにより、薄膜トランジスタと多様な配線が重畳されるようにも配置されるが、高集
積化が可能である。
【００８４】
　なお、第１絶縁層１１７下部には、多様な部材が配置されうるが、第１絶縁層１１７の
上面は、前記部材によって湾曲面が形成されうる。本実施形態においては、第２絶縁層１
１８が追加に具備されることにより、前記湾曲面が発光領域に及ぼす影響を最小化させる
ことができる。
【００８５】
　第１絶縁層１１７及び第２絶縁層１１８は、有機物質からなる膜が、単層または多層で
形成されてもよい。そのような、第１絶縁層１１７は、ＢＣＢ（ｂｅｎｚｏｃｙｃｌｏｂ
ｕｔｅｎｅ）、ポリイミド、ＨＭＤＳＯ（ｈｅｘａｍｅｔｈｙｌｄｉｓｉｌｏｘａｎｅ）
、ポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）やポリスチレン（ＰＳ）のような一般汎用高分
子、フェノール系基を有する高分子誘導体、アクリル系高分子、イミド系高分子、アリー
ルエーテル系高分子、アミド系高分子、フッ素系高分子、ｐ－キシレン系高分子、ビニル
アルコール系高分子、及びそれらの混合物などを含んでもよい。
【００８６】
　第１絶縁層１１７上に配置された導電層ＣＬは、駆動電圧を伝達する駆動電圧線、また
はデータ信号を伝達するデータ線として機能することができる。導電層ＣＬは、第１絶縁
層１１７に設けられたコンタクトホール（図示せず）を介し、他層に配置された部材とも
連結される。また、第１絶縁層１１７上に配置された連結電極ＣＭを介し、有機発光ダイ
オードＯＬＥＤの画素電極２１０と第１薄膜トランジスタＴＦＴ１とが連結されうる。導
電層ＣＬ及び連結電極ＣＭは、モリブデン（Ｍｏ）、アルミニウム（Ａｌ）、銅（Ｃｕ）
、チタン（Ｔｉ）などを含み、多層または単層で形成されてもよい。
【００８７】
　第２絶縁層１１８上には、有機発光ダイオードＯＬＥＤが配置される。有機発光ダイオ
ードＯＬＥＤは、画素電極２１０、有機発光層を含む中間層２２０、及び対向電極２３０
を含む。
【００８８】
　画素電極２１０は、透光性電極または反射電極であってもよい。一部実施形態において
、画素電極２１０は、Ａｇ、Ｍｇ、Ａｌ、Ｐｔ、Ｐｄ、Ａｕ、Ｎｉ、Ｎｄ、Ｉｒ、Ｃｒ、
及びそれらの化合物などによって形成された反射漠と、該反射漠上に形成された透明また
は半透明の電極層とを具備することができる。透明または半透明の電極層は、酸化インジ
ウムスズ（ＩＴＯ）、ＩＺＯ（ｉｎｄｉｕｍ－ｚｉｎｃ－ｏｘｉｄｅ）、酸化亜鉛（Ｚｎ
Ｏ）、Ｉｎ２Ｏ３、ＩＧＯ（ｉｎｄｉｕｍ　ｇａｌｌｉｕｍ　ｏｘｉｄｅ）及びＡＺＯ（
ａｌｕｍｉｎｕｍ　ｚｉｎｃ　ｏｘｉｄｅ）を含む群れのうちから選択された少なくとも
１以上を具備することができる。
【００８９】
　第２絶縁層１１８上には、画素定義膜１１９が配置されうる。画素定義膜１１９は、各
副画素に対応する開口部ＯＰ、すなわち、少なくとも画素電極２１０の中央部を露出させ
る開口部ＯＰを有することにより、画素の発光領域を定義する役割を行うことができる。
また、画素定義膜１１９は、画素電極２１０のエッジと、画素電極２１０上部の対向電極
２３０との距離を延長させることにより、画素電極２１０のエッジにおいて、アークなど
が発生することを防止する役割を行うことができる。画素定義膜１１９は、ポリイミド、
ポリアミド、アクリル樹脂、ベンゾシクロブテン及びフェノール樹脂からなる群のうちか
ら選択される１以上の有機絶縁物質であり、スピンコーティングなどの方法によっても形
成される。
【００９０】
　有機発光ダイオードＯＬＥＤの中間層２２０は、有機発光層を含んでもよい。該有機発
光層は、赤色、緑色、青色または白色の光を放出する蛍光物質またはリン光物質を含む有
機物を含んでもよい。該有機発光層は、低分子有機物または高分子有機物でもあり、該有



(14) JP 2021-72285 A 2021.5.6

10

20

30

40

50

機発光層の上下には、ホール輸送層（ＨＴＬ）、ホール注入層（ＨＩＬ）、電子輸送層（
ＥＴＬ）及び電子注入層（ＥＩＬ）のような機能層が選択的にさらに配置されうる。中間
層２２０は、複数の画素電極２１０それぞれに対応しても配置される。しかし、それに限
定されるものではない。中間層２２０は、複数の画素電極２１０にわたって一体である層
を含んでもよく、多様な変形が可能である。
【００９１】
　対向電極２３０は、透光性電極または反射電極であってもよい。一部実施形態において
、対向電極２３０は、透明または半透明の電極であってもよく、Ｌｉ、Ｃａ、ＬｉＦ／Ｃ
ａ、ＬｉＦ／Ａｌ、Ａｌ、Ａｇ、Ｍｇ、及びそれらの化合物を含む仕事関数が小さい金属
薄膜によって形成されてもよい。また、金属薄膜の上に、ＩＴＯ、ＩＺＯ、ＺｎＯまたは
Ｉｎ２Ｏ３のようなＴＣＯ（ｔｒａｎｓｐａｒｅｎｔ　ｃｏｎｄｕｃｔｉｖｅ　ｏｘｉｄ
ｅ）膜がさらに配置されうる。対向電極２３０は、複数の有機発光ダイオードＯＬＥＤに
おいて一体に形成され、複数の画素電極２１０に対応してもよい。
【００９２】
　画素電極２１０は、第２絶縁層１１８に設けられたビアホールＶＨを介し、前記連結電
極ＣＭと接続されてもよい。前記ビアホールＶＨは、第２絶縁層１１８を形成する物質を
塗布した後、マスク工程を利用し、露光、現像及び硬化を施す過程を経て形成されてもよ
い。このとき、第２絶縁層１１８は、ビアホールＶＨを中心に傾斜が形成されうる。すな
わち、一部領域において、第２絶縁層１１８の上面は、基板１１０の上面と平行ではない
。
【００９３】
　例えば、図４Ｂに図示されているように、ビアホールＶＨ周辺において、第２絶縁層１
１８は、最も厚い第１厚ｈ１を有し、ビアホールＶＨから遠く離れた領域において、第２
絶縁層１１８は、第１厚ｈ１より薄い第２厚ｈ２を有することができる。一方、第２絶縁
層１１８の上面は、ビアホールＶＨと隣接した領域であるほど、傾斜が急に形成され、ビ
アホールＶＨと遠く離れた領域であるほど、傾斜が緩慢であるか、あるいは基板１１０の
上面と平行に形成されてもよい。
【００９４】
　第２絶縁層１１８の上面は、前記基板１１０の上面と平行に具備された平坦部ＦＰ、緩
慢な第１傾斜角度θ１を有する第１傾斜部ＳＰ１、急峻な第２傾斜角度θ２を有する第２
傾斜部ＳＰ２を含んでもよい。前記第１傾斜部ＳＰ１は、前記第２傾斜部ＳＰ２と反対方
向の傾斜を有し、前記第１傾斜角度θ１は、前記第２傾斜角度θ２よりも小さく設けられ
る。前記第１傾斜部ＳＰ１と前記第２傾斜部ＳＰ２は、前記第２絶縁層１１８が最も厚い
第１厚ｈ１を有した地点を境界に形成されてもよい。
【００９５】
　本実施形態において、ｄ１の値は、発光領域ＥＡに、第１傾斜部ＳＰ１及び第２傾斜部
ＳＰ２がいずれも配置されうるように設定された値であってもよい。すなわち、発光領域
ＥＡは、第１傾斜部ＳＰ１及び第２傾斜部ＳＰ２と重畳されるように配置されてもよい。
【００９６】
　もし発光領域ＥＡに第１傾斜部ＳＰ１だけ配置されるならば、第１傾斜部ＳＰ１に配置
された発光領域ＥＡにおける光は、第１光路ＬＰ１に沿って進むことになり、一方向への
光が集中される。それにより、方向による輝度が不均一に示される場合もある。
【００９７】
　本実施形態においては、第１傾斜部ＳＰ１と、反対方向の傾斜を有する第２傾斜部ＳＰ
２とが発光領域ＥＡに配置されるようにし、光が第１光路ＬＰ１と異なる方向である第２
光路ＬＰ２にも進むことにより、輝度の不均一を補償することができる。
【００９８】
　第１傾斜部ＳＰ１は、第２傾斜部ＳＰ２より緩慢な傾斜を有するので、方向に沿って均
一な輝度を有させるために、発光領域ＥＡが第１傾斜部ＳＰ１と重畳される領域は、発光
領域ＥＡが第２傾斜部ＳＰ２と重畳される領域より広く設けられるように配置されてもよ
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い。すなわち、第１傾斜部ＳＰ１が発光領域ＥＡで占める領域が、第２傾斜部ＳＰ２より
も広く設けられてもよい。
【００９９】
　一方、画素ごとに、発光領域ＥＡの大きさが異なりうるが、第１傾斜部ＳＰ１と第２傾
斜部ＳＰ２とが発光領域ＥＡ内部で占める大きさが異なってもよい。それにより、開口部
ＯＰとビアホールＶＨとの隔離距離ｄは、画素によって異なるように設けられてもよい。
【０１００】
　一実施形態において、赤色画素及び青色画素の発光領域ＥＡは、緑色画素の発光領域Ｅ
Ａに比べ、大きく設けられてもよい。その場合、該赤色画素及び該青色画素において、前
記隔離距離ｄ（Ｒ，Ｂ）は、０≦ｄ（Ｒ）≦１．２μｍを満足することができる。該緑色
画素において、隔離距離ｄ（Ｇ）は、０≦ｄ（Ｇ）≦２．８μｍを満足することができる
。
【０１０１】
　図５Ａは、本発明の一実施形態による１つの画素の発光領域、画素電極、及び画素電極
の一側に配置されたビアホールの関係を示した概略的な配置図である。図５Ｂは、図５Ａ
のＩＩ－ＩＩ’線による概略的な断面図である。図５Ａ及び図５Ｂにおいて、図４Ａ及び
図４Ｂと同一参照符号は、同一部材を指すが、重複された説明は、省略する。
【０１０２】
　図５Ａ及び図５Ｂを参照すれば、画素ＰＸに含まれた画素電極２１０は、光を放出する
発光領域ＥＡ、及びビアホールＶＨと重畳された領域を含む。前記発光領域ＥＡは、画素
電極２１０の中央部を露出させる画素定義膜１１９の開口部ＯＰによっても定義される。
ビアホールＶＨは、画素電極２１０と連結電極ＣＭとが接続するために、第２絶縁層１１
８に設けられたものであり、ビアホールＶＨ内部に画素電極２１０が挿入されることによ
り、画素電極２１０と連結電極ＣＭとが接続されうる。
【０１０３】
　その場合、本実施形態の画素ＰＸにおいて、開口部ＯＰとビアホールＶＨとの隔離距離
ｄは、所定範囲を満足するように設計されてもよい。前記隔離距離ｄは、開口部ＯＰの終
端と、ビアホールＶＨの終端の最短距離ｄであってもよい。または、前記隔離距離ｄは、
第２方向に沿い、開口部ＯＰの終端と、ビアホールＶＨの終端とが離隔された距離であっ
てもよい。
【０１０４】
　一方、本実施形態において、画素電極２１０が配置された第２絶縁層１１８は、平坦部
ＦＰ、緩慢な傾斜を有する第１傾斜部ＳＰ１、及び急峻な傾斜を有する第２傾斜部ＳＰ２
を含んでもよい。
【０１０５】
　一実施形態において、前記隔離距離ｄは、ｄ≧ｄ２、ｄ２＞５μｍを満足することがで
きる。このとき、ｄは、赤色画素、緑色画素及び青色画素ごとに異なる値を有することが
できる。そのような数値は、上下による視野角を均一にさせるために導入されたものでも
ある。
【０１０６】
　図５Ｂを参照すれば、本実施形態において、発光領域ＥＡは、第２絶縁層１１８の平坦
部ＦＰと重畳されるようにも配置される。すなわち、発光領域ＥＡには、第２傾斜部ＳＰ
２が配置されない。または、発光領域ＥＡには、第１傾斜部ＳＰ１及び第２傾斜部ＳＰ２
が配置されない。すなわち、開口部ＯＰは、ビアホールＶＨと所定距離以上離隔されて配
置され、発光領域ＥＡ内部に配置される第２絶縁層１１８の上面は、基板１１０の上面と
平行であってもよい。
【０１０７】
　第１傾斜部ＳＰ１及び第２傾斜部ＳＰ２は、ビアホールＶＨと隣接した領域に設けられ
てもよいが、ビアホールＶＨと所定距離以上離隔された領域について、第２絶縁層１１８
の上面は、平坦に設けられてもよい。
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【０１０８】
　発光領域ＥＡ内部において、第２絶縁層１１８の上面は、基板１１０の上面と平行をな
す場合、視野角は、上下左右に対して均一であってもよい。
【０１０９】
　一方、画素ごとに、発光領域ＥＡの大きさが異なりうるが、開口部ＯＰとビアホールＶ
Ｈとの隔離距離ｄは、画素によって異なるように設けられてもよい。
【０１１０】
　一実施形態において、赤色画素及び青色画素の発光領域ＥＡは、緑色画素の発光領域Ｅ
Ａに比べて大きく設けられてもよい。その場合、該赤色画素及び該青色画素において、前
記隔離距離ｄ（Ｒ，Ｂ）は、ｄ（Ｒ，Ｂ）≧５μｍを満足することができる。該緑色画素
において、隔離距離ｄ（Ｇ）は、ｄ（Ｇ）≧６μｍを満足することができる。
【０１１１】
　図４Ａないし図５Ｂを総合すれば、画素の発光領域ＥＡである開口部ＯＰと、ビアホー
ルＶＨとの隔離距離ｄは、０≦ｄ≦ｄ１またはｄ≧ｄ２の関係式を満足することができ、
ｄ１とｄ２は、画素によって異なるように設定されてもよい。
【０１１２】
　一部実施形態において、赤色画素及び青色画素において、前記隔離距離ｄ（Ｒ，Ｂ）は
、０≦ｄ（Ｒ，Ｂ）≦１．２μｍまたはｄ（Ｒ，Ｂ）≧５μｍを満足することができる。
【０１１３】
　一部実施形態において、緑色画素において、前記隔離距離ｄ（Ｇ）は、０≦ｄ（Ｇ）≦
２．８μｍまたはｄ（Ｇ）≧５μｍを満足することができる。
【０１１４】
　図６Ａは、本発明の一実施形態による１つの画素の発光領域、画素電極、及び画素電極
の下部に配置された配線の関係を示した概略的な配置図である。図６Ｂは、図６ＡのＩＩ
Ｉ－ＩＩＩ’線による概略的な断面図である。図６Ａ及び図６Ｂにおいて、図４Ａ及び図
４Ｂと同一参照符号は、同一部材を指すが、重複された説明は、省略する。
【０１１５】
　図６Ａ及び図６Ｂを参照すれば、画素ＰＸに含まれた画素電極２１０は、光を放出する
発光領域ＥＡ、及びビアホールＶＨと重畳された領域を含む。前記発光領域ＥＡは、画素
電極２１０の中央部を露出させる画素定義膜１１９の開口部ＯＰによっても定義される。
ビアホールＶＨは、画素電極２１０と連結電極ＣＭとが接続するために、第２絶縁層１１
８に設けられたものであり、ビアホールＶＨ内部に画素電極２１０が挿入されることによ
り、画素電極２１０と連結電極ＣＭとが接続されうる。
【０１１６】
　本実施形態において、画素電極２１０の下部には、第２方向に延長される第１配線ＷＬ
１及び第２配線ＷＬ２が配置されうる。前記第１配線ＷＬ１及び第２配線ＷＬ２は、第１
絶縁層１１７上部に配置されてもよい。前記第１配線ＷＬ１及び第２配線ＷＬ２は、連結
電極ＣＭと同一層に配置されてもよい。
【０１１７】
　第２絶縁層１１８は、第１配線ＷＬ１及び第２配線ＷＬ２を覆うように具備されるが、
第２絶縁層１１８の上面は、第１配線ＷＬ１及び第２配線ＷＬ２の形状により、湾曲する
ように形成される場合がある。
【０１１８】
　従って、第１配線ＷＬ１及び第２配線ＷＬ２が、発光領域ＥＡの近くに配置される場合
、発光領域ＥＡに配置される第２絶縁層１１８の上面の形状に影響を与えることになり、
左右（第１方向）視野角による輝度差を発生させうる。
【０１１９】
　そのように、第１配線ＷＬ１と、画素定義膜１１９の開口部ＯＰの終端との第１隔離距
離Ｌａが、所定距離Ｌ１より短く形成され、視野角に影響を与える場合、第２配線ＷＬ２
は、発光領域ＥＡの中心点を基準に、対称に配置されるようにも設計される。すなわち、



(17) JP 2021-72285 A 2021.5.6

10

20

30

40

50

第２配線ＷＬ２と、画素定義膜１１９の開口部ＯＰの終端と間の第２隔離距離Ｌｂは、前
記第１隔離距離Ｌａと同一に設けられてもよい。
【０１２０】
　ここで、第１配線ＷＬ１及び第２配線ＷＬ２によって影響を最も多く受ける画素は、大
きさが最も小さい緑色画素であってもよく、該緑色画素の場合、Ｌ１は、１．２μｍであ
ってもよい。すなわち、該緑色画素の場合、第１配線ＷＬ１が発光領域ＥＡから１．２μ
ｍ以内に配置される場合、第２配線ＷＬ２は、発光領域ＥＡを中心に、第１配線ＷＬ１と
対称に配置されるように設計することが望ましい。
【０１２１】
　ここで、第１配線ＷＬ１及び第２配線ＷＬ２は、データ線または駆動電圧線であっても
よい。または、第１配線ＷＬ１は、データ線であり、第２配線ＷＬ２は、駆動電圧線であ
ってもよい。
【０１２２】
　図７Ａは、本発明の一実施形態による１つの画素の発光領域、画素電極、及び画素電極
の下部に配置された配線の関係を示した概略的な配置図である。図７Ｂは、図７ＡのＩＶ
－ＩＶ’線による概略的な断面図である。図７Ａ及び図７Ｂにおいて、図４Ａ及び図４Ｂ
と同一参照符号は、同一部材を指すが、重複された説明は、省略する。
【０１２３】
　図７Ａ及び図７Ｂを参照すれば、画素ＰＸに含まれた画素電極２１０は、光を放出する
発光領域ＥＡ、及びビアホールＶＨと重畳された領域を含む。前記発光領域ＥＡは、画素
電極２１０の中央部を露出させる画素定義膜１１９の開口部ＯＰによっても定義される。
ビアホールＶＨは、画素電極２１０と連結電極ＣＭとが接続するために、第２絶縁層１１
８に設けられたものであり、ビアホールＶＨ内部に、画素電極２１０が挿入されることに
より、画素電極２１０と連結電極ＣＭとが接続されうる。
【０１２４】
　本実施形態において、画素電極２１０の下部には、第２方向に延長される第１配線ＷＬ
１及び第２配線ＷＬ２が配置されうる。前記第１配線ＷＬ１及び第２配線ＷＬ２は、第１
絶縁層１１７上部に配置されてもよい。前記第１配線ＷＬ１及び第２配線ＷＬ２は、連結
電極ＣＭと同一層に配置されてもよい。
【０１２５】
　第１配線ＷＬ１が発光領域ＥＡからＬ１以上離れて配置される場合、発光領域ＥＡに影
響を与えない。その場合、第１配線ＷＬ１と第２配線ＷＬ２は、発光領域ＥＡを基準に、
対称に配置されない。すなわち、Ｌａ，Ｌｂ＞Ｌ１である場合、Ｌａ≠Ｌｂに配置されて
もよい。一部実施形態において、Ｌ１は、１．２μｍであってもよい。
【０１２６】
　図８は、本発明の実施形態によって設計された複数画素の発光領域、画素電極、及び画
素電極の下部に配置された配線の関係を示した概略的な配置図である。
【０１２７】
　図８を参照すれば、複数画素は、赤色画素Ｒ、緑色画素Ｇ及び青色画素Ｂを含み、前記
赤色画素Ｒ、前記緑色画素Ｇ及び前記青色画素Ｂの発光領域ＥＡと、ビアホールＶＨとの
それぞれの隔離距離ｄ（Ｒ），ｄ（Ｇ），ｄ（Ｂ）は、互いに異なるように設けられる。
【０１２８】
　赤色画素Ｒ、緑色画素Ｇ、青色画素Ｂの発光領域ＥＡは、ペンタイルマトリックス構造
によって配置されているが、前記隔離距離ｄ（Ｒ），ｄ（Ｇ），ｄ（Ｂ）は、それぞれの
画素に含まれたビアホールＶＨの位置を調節することにより、異なるように設定すること
ができる。
【０１２９】
　それにより、赤色画素ＲのビアホールＶＨの中心点、緑色画素ＧのビアホールＶＨの中
心点、青色画素ＢのビアホールＶＨの中心点は、第１方向に沿った一直線上に配置されず
、ジグザグに配置されてもよい。
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　一部実施形態において、ｄ（Ｒ）＞ｄ（Ｂ）≧５μｍであり、ｄ（Ｇ）＞６μｍであっ
てもよい。
【０１３１】
　なお、本実施形態において、緑色画素Ｇの場合、左右視野角に敏感であり、緑色画素Ｇ
の両側に配置された第１配線ＷＬ１及び第２配線ＷＬ２は、緑色画素Ｇの発光領域ＥＡか
ら１．２μｍ以上離隔されて配置されてもよい。それにより、第１配線ＷＬ１と緑色画素
Ｇの発光領域との間の距離と、第２配線ＷＬ２と緑色画素Ｇの発光領域との間の距離は、
互いに異なっていてもよい。
【０１３２】
　一方、左右視野角が敏感ではない赤色画素Ｒ及び青色画素Ｂの場合、発光領域ＥＡと配
線ＷＬは、一部重畳されうる。
【０１３３】
　本実施形態において、発光領域ＥＡとビアホールＶＨとの隔離距離を、赤色画素Ｒ、緑
色画素Ｇ、青色画素Ｂで異なるように設け、有機発光表示装置の上側ＷＡＤ及び下側ＷＡ
Ｄの差を最小化させることができる。
【０１３４】
　以上のように、本発明は図面に図示された一実施形態を参照にして説明したが、それら
は、例示的なものに過ぎず、当該分野で通常の知識を有した者であるならば、それらから
多様な変形、及び実施形態の変形が可能であるという点を理解するであろう。従って、本
発明の真の技術的保護範囲は、特許請求の範囲の技術的思想によって定められるものであ
る。
【符号の説明】
【０１３５】
１１０    基板
１１１    バッファ層
１１２    第１ゲート絶縁層
１１３    第２ゲート絶縁層
１１５    層間絶縁層
１１７    第１絶縁層
１１８    第２絶縁層
１１９    画素定義膜
２１０    画素電極
２２０    中間層
２３０    対向電極
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